Lucrareanr.?
Memoria EPROM

1. Scopul lucrarii
L ucrarea are drept scop studiul circuitelor de tip EPROM.

2. Prezentare teoretica

2.1. Memoria de tip EPROM este 0 memorie de tip ROM (Read
Only Memory), care poate fi programata pe cale electrica la utilizator.
Memoria ROM este un circuit logic combinational compus dintr-un
codificator si un decodificator (fig. 7.1).
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Fig. 7.1.

Celen linii de adresi (An.1, Ana, .....Aq) sunt decodificate ih m=2"
linit de cuvant W, .1, Wi, ..., Wy de catre circuitul decodificator
(DCD), iar codificatorul (CD), care constituie matricea de memorie,
furnizeaza laiesire m cuvinte de cate k biti (Oy.1, Ok, ..., Oo).

Capacitatea C pentru 0 asemenea memorie este determinata de
numarul de biti ai matricei de memorie C=m-k.

Memoriile ROM pot fi realizate in tehnologie bipolara sau n
tehnologie MOS. De asemenea pot fi programate la producator prin
masca, sau la utilizator, prin aplicarea unor proceduri de programare.

In tehnologie MOS, memoriile ROM programabile pe cae
electrica la utilizator (EPROM) folosesc o poarta flotanta neconectata la
circuitul exterior si plasata izolat intre poarta propriu-zisa si substrat.
Daca se utilizeaza tranzistoare cu canal N, incarcarea portii flotante cu o
sarcina electrica negativa echivaleaza cu cresterea tensiunii de prag
poarta-sursa . Aceasta crestere poate fi atdt de mare incat tranzistorul
ramane blocat chiar daca la poarta se aplica un potential corespunzator
nivelului logic superior. Se poate spune ca, incarcarea cu sarcina
negativa a portii flotante duce la dezactivarea tranzistorului respectiv. In
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procesul de programare la utilizator, prin aplicarea impulsurilor de
programe este realizata dezactivarea unor tranzistori din nodurile
matricel codificatoare, in conformitate cu programul ce urmeaza si fie
Tnscris.

Stergerea tuturor informatiilor inscrise, adica aducerea tuturor
tranzistoarelor Tn stare activa, se face prin iradierea matricel de memorie
cu radiatii ultraviolet prin fereastra de cuart cu care este prevazuta
capsula. Operatiile de stergere si programare pot fi reluate de mai multe
ori.

2.2. Prezentarea operatiel de scriere/stergere

In aceasta lucrare se vor efectua operatii de stergere si programare
asupra memoriei EPROM de tip 27C256 ale carei caracteristici pot fi
gasite in foaia de catal og.

Este un circuit integrat in capsula DIP cu 28 pini avand o
capacitate de 32 K cuvinte de 8 hiti, realizata in tehnologie MOS.

Programarea memoriel se face cu un aparat dedicat acestei
operatii, si anume un programator cuplat la portul paralel a unui PC.

Functionarea programatorului poate fi gasita in manualul de
utilizare atasat.

Programarea presupune indeplinirea urmatoarelor conditii de catre
anumiti pini:

a) V¢ adus |latensiunea corespunzatoare;
b) Ve adus la nivelul de tensiune potrivit;
c) Pinul OE aduslal logic;
d) Pinul CE aduslaO logic.

Programarea presupune inscrierea vaorii 0 logic in zona de
memorie corespunzatoare.

Adresa la care trebuie programata celula de memorie este fixata la
piniit A..Ap si data care trebuie programata este prezenta la pinii
0;...0,. Cand adresa este stabili, trecerea lui OE Tn O programeazi acea
locatie de memorie.

Stergerea memoriei EPROM se face prin expunerea acestela
pentru un timp de aproximativ 20 de minute la radiatii ultraviolete,
radiatii produse de un aparat specializat denumit stergator de memorii.

In timp ce programarea presupune Tnscrierea valorii 0 Th zona de
memorie programata, stergerea presupune inscrierea valorii 1. Pentru a
putea fi sters cipul de memorie este prevazut cu o fereastra prin care pot
patrunde razele ultraviolet.
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2.3. Programarea unei memorii EPROM
Aceasta operatie presupune urmatorii pasi:

a) Seintroduce cipul de memorie in conectorul din programator;

b) Se lanseaza programul specific pentru programarea memoriei de la
PC (in cazul nostru chip Max);

c) Se selecteaza tipul de memorie utilizat. Utilizand butonul select de
pe interfata grafica;

d) Se incarca fisierul de date de tip HEX ce trebuie inscris in
memorie cu butonul LOAD de pe interfata grafica;

e) Se verifica daca cipul de memorie este sters complet cu gjutorul
butonului BLANK CHECK. Daca memoria EPROM nu este
stearsa complet ea nu va trece acest test. Acest lucru indica fie un
defect fie 0 expunere insuficienta laraze ultraviol et;

f) Se apasi butonul PROGRAM pentru programare. Tn aceasti etapa
este interzisa atingerea memoriei. Dupa programare, se face
automat o verificare. Se calculeaza Check Sum si este afisat
rezultatul Tn OPTION info. Pentru a verifica daca scrierea a fost
facuta corect se citeste memoria programata cu butonul READ.
Daca valoarea Check Sum rezultata coincide cu cea de la
programare atunci operatiunea de scriere a memoriei a fost facuta
CU SUCCesS.

3. Desfasurarealucrarii
3.1. Scriereaunui cip de memorie EPROM

3.1.1. Se introduce in soclul de programare un cip de memorie
27C256;

3.1.2. Se face verificarea BlackCheck. Daca cipul nu trece acest
test se extrage din programator si se expune un timp
suficient la raze ultraviolet in stergatorul de memorii
respectand regulile expuse in manualul de utilizare al
aparatului. (ATENTIE!!: razele ultraviolete pot afecta
vederea si de aceea trebuie si se lucreze cu capacul de
protectie al aparatului Tn pozitiainchis.);

3.1.3. Seincarca in buffer-ul programatorului un anumit program
HEX sau se creeaza un program nou, salvandu-l;
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3.1.4. Sescrie acest program in memoria EPROM;
3.1.5. Seface verificareascrierii corecte;
3.2. Citireaunui chip de memorie EPROM;

3.2.1. Se citeste continutul memoriei cu butonul READ si se
verifica citireacu VERIFY;

3.3. Formareaunei copii amemoriei;
3.3.1. Seinlocuieste chipul de memorie cu atul,
3.3.2. Serepeta pasii 3.1.1, 3.1.2 pentru noul chip de memorie;

3.3.3. Seprogrameaza noul chip de memorie cu programul ramas
n buffer de la ultimacitire.
Daca nu apare nici un mesg] de eroare in timpul programarii sau
verificarii, crearea copiel a avut succes.

4. Continutul referatului
Referatul va cuprinde urmatoarele;

- 0 descriere, pe scurt, amemoriei EPROM;

- 0 descriere a modului cum este retinuta informatia in memoria
EPROM, cu date concrete chiar din programul memorat;

- 0 solutie de realizare cu mai multe chipuri de memorie 27C256 (cu
capacitatea 32K x8) aunel memorii extinse de 128K x8 si 64K x16.
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